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新磁性素子の試作において，微小な磁性素子を覆う絶縁膜の膜厚制御は良好な素子
特性を出現させる上で重要となる．我々は窒化シリコン（以下，SiNX）をパッシベー
ション膜として適用する目的で，膜厚分布を均一化させるためのスパッタ成膜条件
を調査した．スパッタ装置はAT-095を用い，スパッタ粒子の散乱距離に影響する
成膜圧力をパラメータとした．

実験
Experimental

スパッタ装置はAT-095を用いた．Fig .1に示すように試作に使用するSi基
板(2inchφ)を試料テーブルに隙間なく２枚(Wf1, Wf2)を配置する．半径方向に沿っ
てマジックを引き,その上にSiNX膜を成膜する．ターゲットは3inchφ Si3N4組
成．試料テーブルは8inchφである．なお，Wf1 およびWf2の中心は試料テーブル
中心(0, 0) および（0, -5）cmとなる．
マジックを有機溶剤でリフトオフした後，膜厚は段差計（AT-045）を用いて測定
した．スキャン範囲500μm，スキャン速度20-50μm/s， サンプリング周波
数50-200Hzとし，３回測定の平均を膜厚とした．
スパッタ条件をTable1に示す．膜厚均一化のパラメータとして成膜圧力 (0.13Pa,
0.5Pa)を検討した．スパッタはRFパワー 200W, Ar 18/ N2 2 sccmの混合ガスにて，
コンダクタンスバルブ Open/Close で成膜圧力0.13Pa / 0.5Paを制御した．

結果と考察
Results and Discussion

SiNX膜の成膜速度分布をFig.2に示す．成膜圧力(a) 0.13Pa および(b) 0.5Paを示し
ている．Position-Y は試料テーブル半径方向の位置を示し，負の方向がテーブル外
周側である．成膜速度について(a), (b)とも試料テーブル中心はほぼフラットである
が，-3cmより外側から低下していく．
Table 2にFig. 2のデータ点から平均成膜速度と均一性についてまとめた．なお，均
一性=(最大値-最小値)/平均値 とした．ウエハ位置Wf1+Wf2は測定点+2～-7cmの
範囲, Wf1 は+2～-2cmの範囲を示す．0.5Paの方がウエハ位置に寄らず約10%成膜
速度が速い．また，均一性も0.5Paの方が良好である．Wf1領域では0.5Paで
は2.3%とかなり良好である．ただし，Wf1領域(+/-2cm以内)では回転成膜をして
いるため本来左右対称となると思われる．成膜速度の正負距離での非対称性は測定
誤差が入っていると考えられる．そのため，該当領域の均一性に関してはさらなる
検討が必要と考える． AT-095スパッタ装置のSiNXパッシベーション膜の成膜速度
と均一性とを成膜圧力をパラメータとして調査した．その結果，0.5Paと0.13Paで
は成膜速度は約10%早く，均一性も良好であった．両条件とも試料テーブルの中心
付近を用いることが均一性が良好となることがわかった．
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Fig. 1. Schematic diagram of substrate arrangement for deposition rate
measurements.
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Table 1. Sputtering conditions for SiN film deposition.
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Fig. 2. SiN deposition rate as a function of position for deposition pressures of
(a) 0.13 Pa and (b) 0.5 Pa.
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Figures, Tables and
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Table 2. Summary of SiN deposition rate and uniformity.
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